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第 3 章では、InGaAsN/GaAs単一量子井戸構造の基板のオフ角度に着目し、そのキャリア局在状態 







第 4 章では、InGaAsN/GaAs単一量子井戸構造の熱処理条件の熱処理雰囲気に着目し、そのキャリ 




第 5 章では、これまでの成果を用いて、InGaAsN/GaAs多重量子井戸構造を用いた、電界吸収型光 
変調器集積分布帰還型（electro-absorption modulator with integrated distributed feedback : EA-DFB) 
レーザーと面発光型レーザー（Vertical Cavity Surface Emitting Laser: VCSEL) を作製した結果につ 
いて述べた。具体的には、EA-DFBの作製では、再成長技術を用いてE A変調器とDFBレーザーの 










































与するところが大きい。よって、本論文の著者は、博 士 （工学）の学位を受ける資格を有するものと 
認める。
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